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Symulator pamieci EPROM
2764 z pamiecig SRAM,

czesc 1
AVT-260

Proponowany symulator
pamigci EPROM opracowano
na podstawie oryginalnego
pomyslu zaczerpnietego

z ksigzki ,Uklady
elektroniczne” U. Tietza

i C. Schenka. W rozdziale
poswieconym pamigciom
EPROM autorzy ksiqzki
zwrocili uwage na fakt, Ze
w czasie uruchamiania np.
systemu mikroprocesorowego
lub innego urzqdzenia
wykorzystujgcego EPROMy,
weryfikacja kolejnych wersji
programu jest bardzo zmudna,
glownie ze wzgledu na dlugi
czas (rzedu 15..25 min.)
trwania procesu kasowania
pamieci. Jest mozliwe,
oczywiscie, zastosowarnie
sprzetowego symulatora
pamieci stalej
programowanego z komputera
nadrzednego, ale jest to

z reguly rozwigzanie dosc
kosztowne,

Pamieé SAAM B2C64

27064

GAL16VS
Uklad sterujac
. (selekcia CSE}(

Supervisor'y
Vpp oraz Vco

Vpp & Voo

Rys. 1. Schemat blokowy
emulatora.
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Pewnego rodzaju kompromi-
sem pomiedzy wykorzystywaniem
zwyklych EPROMéw a zakupem
profesjonalnego  symulatora jest
proponowany przez nas ukfad -
specjalnie ,obudowana® statycz-
na pamieé¢ RAM z podtrzymywa-
niem zapisanej informacji przy
pomocy akumulatorka NiCd. Tak
wiec w dalszym ciagu do zapro-
gramowania pamieci mniezbedny
bedzie programator, ale jej kaso-
wanie bedzie mozliwe poprzez
np. ponowny zapis lub odlaczenie
zasilania bateryjnego. Uzyskamy
wiec znaczne oszczednoSci czasu,
a dodatkowo jest mozliwe pomi-
nigcie zakupu standardowego ul-
trafioletowego kasownika EPRO-
Moéw, ktérego koszt kilkakrotnie
przewyzsza cene podzespolow nie-
zbednych do wykonania emulato-
ra. Prostota pomysiu jest, jak
wida¢, niemal oszalamiajaca,
a uzyskiwane efekty naprawde
dobre, zwlaszcza jezeli weZmiemy
pod uwage niewielki koszt urza-
dzenia. Mozna uzyska¢ dodatko-
we obnizenie kosztow, jezeli
w miejsce klasycznego akumula-
torka zostanie zastosowany kon-
densator o pojemnosci rzedu 0,1F
(100.000uF!) przeznaczony spe-
cjalnie do podtrzymywania zawar-
toéci pamieci RAM w systemach
konfigurowalnych lub do zasila-

nia
dach,

Pewnego komentarza wymaga
jeszcze rozmiar emulowanego EP-
ROMu - wyh6r padl na pamiec
o organizacji 8 bitéw x 8192 (od-
powiednik 2764 i pochodnych -
27C64). Pamie¢ o takim rozmia-
rze spelnia doskonale wiekszo$¢
typowych wymagan; stosunkowo
rzadko w aplikacjach 8-bitowych
procesoréw lub mikrokontrolerow
jest wymagana wieksza pamied
programu, a roszerzenie mozliwos-
ci emulacyjnych mna pozostale
uktady typoszeregu 27XXX pod-
niostoby do&¢ znacznie cene roz-
wiazania,

Uklad jest wyposazony w troj-
punktowy system nadzorujacy na-
piecie zasilania pamieci oraz do-
faczenia do ukladu napiecia pro-
gramujacego. Zadaniem lego sys-
temu jest zabezpieczenie zawar-
to§ci pamieci podczas operacji
przenoszenia pamieci z programa-
tora do urzadzenia, w ktérym ma
byé ona eksploatowana.

Opis ukladu

Na rysunku 1 przedstawiono
schemat blokowy emulatora. Kon-
cepcja rozwiazania jest, jak widag,
bardzo prosta. Elementem bezpo-
§rednio emulujacym EPROM jest
pamieé SRAM. Oprécz niej,

zegarow

w magnetowi-

np.
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Symulator pamieci EPROM 2764 z pamiecig SRAM

Tab.1. Parametry prgdowe dia standw pracy | oczekiwania dla pamieci
[] \/ = B typu 6264 stosowanych w prototypach.
GAL16vVE | 5 || .
— o B Parametr UM6264 HY6264 | FCBG1CE5 | Jedn.
— §§ — Statyczny pobér pradu lcc 15 10 25 [mA]
'g“g;t | — Dynamiczny pob6r pradu lect 45 55 70 [mA]
= gm — Dynamiczny pobor pradu lcc2 15 45 50 [mA]
:,3 —| Pobér pradu w stanie Standby Isb 3 2 3 [mA)
g%‘—“‘ — Pobor pradu w stanie Standby Isbi 100 70 100 [pA]
= = s Pobar pradu w stanie Standby Isb2 100 70 100 [pA]
- 3> — ]
— ul ﬁ'f:;: Cs2 W tabeli przyjeto nastepujace oznaczenia:
[ ] o) s Standby - dla ICE1=H lub CE2=L
o SEW Standby1 - dla ICE1=H i CE2=L
gg ] Standby2 - dla \CE1=H | CE2=L
ij. Dane zaczerpnigto z katalogow firmowych UMC, Hyundai oraz Philips.
g9 =
82 cji selekcyjnej wejScia te steruja - kolumna oznaczona Izas odnosi sie
"g ] takze poborem mocy przez pa- do danych zawartych wtab. 1.
& ] miegc. W ukifadzie symulatora wejscie
Parametry pradowe ukladéw !CS1 speilnia role standardowego

Rys. 2, Struktura wpisana do GAla.

w sklad urzadzenia wchodzi logi-

pochodzace od r6znych producen-
téw w zalezno§ci od kombinacji
tych sygnaléw sa nieco odmienne
- dane charakterystyczne dla

sygnatlu selekcyjnego, zastepujac
wejscie !CS standardowego EPRO-
Mu. Wejscie €S2 jest wykorzys-
tane przez uklad nadzorczy do

ka sterujaca oraz dwa uklady trzech réznych pamieci przetesto- blokowania dostepu do pamieci;
kontroli napiecia (ang. supervi- wanych w ukladzie zawiera tabe- whudowano go w uklad PLD typu
sors). la 1. Ogdlnie sprawdza si¢ zasa- GAL16VS8, oznaczony jako US2,

Logika wbudowana w uklad da, Ze najmniejszy pobér pradu Jednoczesnie jest mozliwe wyla-

GAL spelnia dwie funkcje - stro-
buje dostepy do pamieci, dopusz-
czajac operacje na jej zawartodci
tylko w przypadku programowa-
nia lub odczytywania i jednoczes-
nie kontroluje za pomoca dwéch
prostych komparatorow napiecie
zasilania i napiecie programuijace.
Jezeli napiecie programujace ma
zbyt mala wartos¢ (ponizej 12V),

w stanie Standby osiaga sie wite-
dy, gdy obydwa wejscia selekcyj-
ne sa w stanie nieaktywnym (tzn.
ICS1=H i CS2=L).
Charakterystyczne dla pamieci
SRAM wykresy czasowe przedsta-
wia rysunek 4. Tabela 2 stanowi
tabele prawdy dla wszystkich syg-
naléow sterujacych praca pamieci

czenie pamieci na stale za pomo-
ca przelacznika WI2. Réwnolegle
polaczenie wyjécia sterujacego
US2 z przetacznikiem W12 moglo-
by doprowadzi¢ do uszkodzenia
tego wyjscia w przypadku wiacze-
nia napiecia zasilania. Zapobiega-
ja temu dwa rezystory (R8 oraz
R9), ktére odseparowuja pradowo

Wypowadzenia
a przebiegi sygnatow sterujacych _ paioci EPROM
praca pamieci odpowiadajg proce- — 5 \
durom programowania, lo jest 33 J = "
blokowany zapis do pamieci. Po- —Egg IR el $oe e e e
dobnie w przypadku zbyl niskiej 05 | = ewes O n R | ’l‘ f 'l‘
wartosci napiecia zasilajacego mo- e~ L ' o 4 KNS R e e
dyfikowanie i odczyt zawartodci _§§T 52
pamieci sg niemozliwe, Dodatko- Ei e —— . S B |
wym zabezpieczeniem zawartosci 3
pamigci przed przypadkowym za- § y
pisem jest wbudowany w GALa = ¥
wewnetrzny supervisor linii zasi- ===
lajacej, ktory blokuje prace uktadu 3
przy zbyt niskim napieciu zasi- = — o
lania. Na rysunku 2 znajduje sie =
uproszczony schemat logiczny iz AR —
struktury wpisanej do GALa. |

Schemat elektryczny symulato-
ra przedstawiono na rys. 3. Pa-
mie¢ RAM US1 jest standardowa
kostka serii CMOS o organizacji
8b (szerokosc stowa) x 8192 (ko-
morki). Uklady tego typu wypo-
sazone sg w dwa wejscia selekcyj-
ne - !C81 (z polaryzacja aktywna
ujemna) oraz CS2 (z polaryzacija
aktywna dodatnia). Oprécz funk-
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Rys. 3. Schemat elekiryczny symulatora.
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Procedura odczytu pamieci

pamieci typu 6264,

ICE1 \

—

= Symulator pamieci EPROM 2764 z pamiecig SRAM

Tab. 2. Tabela prawdy dla wejs¢ sterujqecych pracg

DANE

g
CE2 = "H" {starowanis z US2)

Procedura zapisu pamieci

Tryb pracy ICE1 | CE2
Standby H X
Standby | X L
Blokada |L | H
Odczyt L H
Zapis | L H

IWE| Szyna danych

10E Izas

X X Z Isb,Isb1

X X Z Isb,Isb1

H H z lee,lcel lec2
L H Dane WY lec,lect lec2
X L

Dane WE

lee,lcel ,lec2

Z - oznacza stan wysokie| impedancji wyjscia pamigci

L - oznacza stan niski (TTL)

H - oznacza stan wysokl (TTL)

ICE1 N\

S '

X - oznacza stan dowolny (L lub H)

oznacza negacje

IWE \ﬁ-\
RANE

CE2 = ¥ (strowaris 7 57 pamieci SRAM.
koficowke 19 US1 i przelacznik wykonanego z rezystorami R3

WI2. Separacja taka daje dobre
efekty, poniewaz wejscie CS2 pa-
mieci US1 jest sterowane napie-
ciowo (prad wplvwajacy do tego
wejscia jest bliski wartodci zera).
Sygnalami wejsciowymi dla
ukladu nadzorczego w ukladzie
US2 sa sygnaly z dwdch prostych
komparatoréw - deteklor napiecia
programujacego wykonano w opar-
ciu o wzmacniacz operacyjny US3.
Zastosowano wzmacniacz CMOS
z rodziny TLC (lub TS), poniewaz
moze on bezproblemowo praco-
wad ze stosunkowo niskimi napie-
ciami zasilajacymi; co wiecej, jego
stopien wyjsciowy ma niewielkie
marginesy napiecia wyjsciowego
(zakres nasycania) w stosunku do
napiecia zasilania. Dzigki temu
jest mozliwa bezpoérednia wspal-
praca wyjscia ukladu US3 z we-
jsciem cyfrowym TTL, a do takie-
go standardu sg dostosowane bu-
fory wejsciowe ukladu US2.
Rezystory R1 i R2 stanowig
dzielnik mapiecia zasilajacy we-
jscie (+) US3. Napiecie ustalone
na tym wejSciu jest napieciem
odniesienia dla komparatora. We-
jécie pomiarowe komparatora (jest
lo wejscie (-) US3) jest takze
zasilane z dzielnika napieciowego,
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GAL16VBE

Rys, 5. Wyprowadzenia uktadu US2,
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i R4. Dioda D5 spelnia role za-
bezpieczenia wejscia (-) przed
pojawieniem si¢ na nim napiecia
wiekszego od napiecia =zasilania,
co mogloby spowodowad¢ uszko-
dzenie ukladu US3. Poniewaz
wzmacniacz pracuje z otwarta pet-
la ujemnego sprzezenia zwrotnego
i nie posiada histerezy, detekcja
poziomu napiecia programujacego
jest dos¢ szybka i jednoznaczna,
Sygnat z wyjécia komparatora (k.6
US3) jest podawany na wejscie
US2 oznaczone Vpp. Jezeli napie-
cie na wejsciu Vpp pamieci EP-
ROM wrzrosnie do wartosci wiek-
szej niz ok. 12V, na wyjéciu
komparatora pojawi sie ,0" lo-
giczne, co jest odpowiednio inter-
pretowane przez uklad nadzorczy
w US2: dokonanie wpisu danych
do pamieci jest mozliwe.

Nieco proslszy jest detektor
poziomu napiecia zasilajacego.
Wykonano go na lranzystorze T1,
a role zrodla napiecia odniesienia
pelni dioda Zenera D4. Jezeli
napiecie zasilajace osiagnie war-
los¢ ok. 4.,4..4,7V, dioda D4 z wla-
czonym szeregowo zlaczem baza-
emiter tranzystora T1 zacznie
przewodzi¢, w wyniku czego na
rezystorze R7 (wlaczonym w ob-
wod kolektorowy T1) pojawi sie
logiczna ,,1%, Stan taki sygnalizuje
uktadowi nadzorczemu US2 (na
wejsciu Vcc, k.18) fakt pojawienia
sie napiecia zasilajacego.

Diody D1 iD2 separujg od
siebie napiecia zasilajace dopro-
wadzone z akumulatora podtrzy-
mujacego (D1) oraz podstawki
pamieci EPROM (D2). Sa to diody
Schottkyiego malej mocy, co

Rys. 4. Przebiegl czasowe chrakferystyczne dla

znacznie obniza straty napiecia
zasilajacego. Na zlaczu p-n stan-
dardowe] diody spadek napigcia
wynosi 0,6..0,75V, natomiasl na
ztaczach diod zastosowanych
w ukliadzie nie przekracza on war-
tosci 0,35..0.4V. Jezeli w miejsce
akumulatora zastosujemy konden-
sator o duzej pojemnosci, zamiast
diody D1 nalezy zamontowac zwore.
Rysunek 5 przedstawia wypro-
wadzenia ukladu US2 wraz
z przyjglymi oznaczeniami.
Piotr Zbysinski, AVT
Cd. w EP 6/95
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